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１０Ｇｂｉｔ／ｓ０２５μｍＣＭＯＳ１∶４分接器
丁敬峰 　王志功 　朱　恩 　王　贵　 夏春晓　 熊明珍

（东南大学射频与光电集成电路研究所，南京 ２１００９６）

摘要：描述了一种基于ＴＳＭＣ０２５μｍＣＭＯＳ工艺设计的１０Ｇｂｉｔ／ｓ（ＳＴＭ６４，ＯＣ１９２）四相位时钟
１∶４分接器．为了实现最高的工作频率和抑制共模噪声，所有的电路都采用了源极耦合逻辑（ＳＣ
ＦＬ）结构．本分接器的特点是通过采用固定延时缓冲来实现四相位时钟和输出边沿的对准．通过在
晶圆测试，该芯片在输入１０Ｇｂｉｔ／ｓ长度为２３１－１伪随机码流时，分接功能正确．此时所测得的眼图
的均方根抖动、上升沿和下降沿分别为１１，１２３和１３７ｐｓ．芯片面积为０９ｍｍ×１２ｍｍ，在３３Ｖ
单电源供电的情况下的典型功耗为５５０ｍＷ．
关键词：光接收机；ＣＭＯＳ；分接器；锁存器
中图分类号：ＴＮ７２２
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